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产品详情

半导体洁净度检测，快速温度变化试验

半导体器件生产中，从半导体单晶片到制成终成品，须经历数十甚至上百道工序。为了确保产品性能合
格、稳定可靠，并有高的成品率，根据各种产品的生产情况，对所有工艺步骤都要有严格的具体要求。
因而，在生产过程中必须建立相应的系统和**的监控措施，首先要从半导体工艺检测着手。
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半导体工艺检测的项目繁多，内容广泛，方法多种多样，可粗分为两类。类是半导体晶片在经历每步工
艺加工前后或加工过程中进行的检测，也就是半导体器件和集成电路的半成品或成品的检测。第二类是
对半导体单晶片以外的原材料、辅助材料、生

半导体工艺检测

 产环境、工艺设备、工具、掩模版和其他工艺条件所进行的检测。



类工艺检测

编辑

目的

主要是对工艺过程中半导体体内、表面和附加其上的介质膜、金属膜、多晶硅等结构的特性进行物理、
化学和电学等性质的测定。其中许多检测方法是半导体工艺所特有的。

分类

按照所测定的特性，这一类检测可分为四个方面。

①几何尺寸与表面形貌的检测：如半导体晶片、外延层、介质膜、金属膜，以及多晶硅膜等的厚度，杂
质扩散层和离子注入层以及腐蚀沟槽等的深度，双极型晶体管的基区宽度，半导体晶片的直径、平整度
、光洁度、表面污染、伤痕等，刻蚀图形的线条长、宽、直径间距、套刻精度、分辨率以及陡直、平滑
等。

②成分结构分析：如衬底、外延层、扩散层和离子注入层的掺杂浓度及其纵向和平面的分布、原始晶片
中缺陷的形态、密度和分布，单晶硅中的氧、碳以及各种重金属的含量，在经过各种工艺步骤前后半导
体内的缺陷和杂质的分布演变，介质膜的基本成分、含杂量和分布、致密度、针孔密度和分布、金属膜
的成分，各步工艺前后的表面吸附和沾污等。
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